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为实现微波元器件的小型化与集成化,
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&越来越

多的科研工作者放弃传统的氧化铝#氧化铍基片&利

用直流磁控溅射法&在镍锌铁氧体基片,
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整度差&内部结构多孔洞&致密度差及胶导热系数
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改善了基片的表面特性及散热性能&使在缓冲层上

制作的薄膜电阻器的功率密度有了大幅度的提升*
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表面及断层形貌分析+利用吉时利
5$%%

数字源表及

二探针系统对薄膜电阻器功率密度进行测试分析*
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实验结果与讨论
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缓冲层相结构及薄膜生长速度分析
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缓冲层相结构表征及缓冲层薄膜生长速度分析
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缓冲层对基片表面特性的改善

不同厚度的薄膜对基片表面的形貌改善具有不

同的影响*不同厚度的薄膜缓冲层对于镍锌铁氧体

基片表面的形貌影响
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不同厚度缓冲层对基片表面改善
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分析

由于基片温度
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&加上溅射时拥有的初始

能量&成膜粒子拥有很高的自由能*在薄膜生长,

8

-

的过程中&易被铁氧体表面的缺陷能量陷阱捕获*

成膜粒子的自由能越高被捕获的几率和速率越大*

当捕获速率大于薄膜的层状或岛状生长速率,
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便可在一定程度上弥补缺陷&改善铁氧体基片的表

面特性*薄膜较薄时!
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"受基片缺陷影响较

大&
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+薄膜较厚时受基片缺陷影响减

弱&薄膜再变厚时对基片表面改善不是特别明显*
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"磁控溅射
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厚的缓冲层&
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&已达到改善表面的效果*
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"*充分弥补了镍锌铁氧体基

片内部疏松多孔&导热系数低的不足&如图
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性能提升
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薄膜与传

统工艺生长薄膜
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分析*与传统工艺在镍锌铁

氧体基片上镀膜相比&带有缓冲层的基片上生长的
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薄膜平整均匀&几乎不受铁氧体基片表面的影

响*
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薄膜的质量远高于在裸基片上生长的情

况*这不仅有利于提高器件整体的稳定性及散热

性&还有利于精确控制
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薄膜制作工艺参数*这

为制备功率密度特性优良的薄膜电阻器打下了良好

的基础*
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薄膜与传统

工艺生长薄膜
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利用吉时利
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数字源表和二探针测试系统

测试薄膜电阻器的功率密度&其中薄膜电阻器面积

为
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*设置数字源表输出电流&测试负

载功率*在
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内电阻器阻值变化不超过
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则认为负载工作正常*再逐步提高输出电流&记录最

高可承受的功率密度&直到电阻器烧毁*测试结果如
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磁控溅射
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薄膜缓冲层解决了铁氧体基片的表面特

性&在其上生长的
;93

薄膜质量显著提高*
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薄

膜缓冲层能改善镍锌铁氧体基片上
;93

薄膜电阻

器的功率密度特性&且随着薄膜厚度的增加改善效

果越好*但当缓冲层膜厚达到一定程度时&其对功

率密度的改善已变得微弱*介质缓冲层厚度的增加

会影响基片的介电性能&从而影响频率特性*选择
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厚的
'C3

薄膜缓冲层可较好的改善镍锌铁

氧体基片上
;93

薄膜电阻器的功率密度性能*
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